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Sposéb 1 urzadzenie do wytwarzania cienkich gradientowych
okien optycznych dla baterii stonecznych na bazie arsenku galu

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b wytwarzania cienkich gradientowych okien optycznych dla baterii stonecznych
na bazie arsenku galu, znamiennr m, ze nasycony roztwor ciekly czteroskladnikowych
zwiazkow potprzewodnikowych A"'BY o réwnowaznej mu przerwie energetycznej wiekszej od
przerwy energetycznej arsenku galu, umieszcza si¢ w pierwszej fazie nad pionowo ustawionym
podiozem, a nastepnie zeslizguje si¢ po nim przy temperaturze nasycenia 1 wytwarza przy tym
cienkq warstwe przejsctowgq o strukturze gradientowego okna optycznego dla transmisj swiatla
do obszaru ladunku przestrzennego elementu fotowoltaicznego.

2. Urzadzenie do wytwarzania cienkich gradientowych okien optycznych dla batern
stonecznych na bazie arsenku galu sktadajace sie z nieruchomych czesci oraz ruchomego slidera,
znamienne tym, ze komory (2 1 9) roztworowe umieszczone s3a jedna nad druga i rozdzielone
przesuwnym sliderem (S) z komora (8) roztworowa, w ktdrej pitonowo usytuowane jest podtoze
(7) monokrystaliczne wchodzace poprzez przesuw slidera (5) w kontakt z roztworem w komorze
(2) zeslizgujacy sie swobodnie po jego powierzchni do komory (9) roztworowej.

* ok *

Przedmiotem wynalazku jest sposob 1 urzadzenie do wytwarzania cienkich.gradientowych
okien optycznych dla baterii stonecznych na bazie arsenku galu w oparciu o zwiazki gal-ind-fos-
for-arsen.

Dotychczas w technice okna optyczne spelniajg bardzo wazna role w podnoszeniu
sprawnosci elementéw fotowoltaicznych. Najczescie] w dotychczasowej praktyce stosuje sie
okna typu aluminium-gal-arsen, charakteryzujace si¢ wieksza przerwa energetyczna niz arsenek
galu. Warstwy tego typu uzyskuje si¢ metodami epitoksjalnymi. Znane sg réwniez elementy
fotowoltaiczne o duzej sprawnosci z warstwami przejSciowymi na bazie zwigzkow aluminium-
gal-arsen, na przykiad z publikacji L.. Mayet et all. Proc. of the Nineteenth IEEE Phetoroltaic
Specialists Conference New Orleans, May 4-8. 1987. Jednakze zwiazki zawierajace aluminium
mimo stosunkowo duzej prostoty otrzymywania, charakteryzujg sie z tymi wlasnosciami
cksploatacyjnymi, miedzy innymi szybkq degradacja ze wzgledu na utlenianie sie. Stosowanie
specjalnych zabezpieczen powierzchni baterii stonecznych znacznie zwigksza koszty ich pro-
dukcji. Podobne zalety dla transmisji Swiatla do zlacz p-n maja rowniez alternatywne materiaty
typu gal-ind-fosfor-arsen. Jednakze tradycyjne metody epitaksjalne napotykaja na szereg trud-
nosci, glownie ze wzglgdu na problemy zapewnienia dobrego dopasowania sieciowego - duza
czutos¢ liquidusa na zmiany solidusa na przyklad wedhug pozycji V.V. Kuznetsov, P.P. Moskvin,
V.S. Sorokin, Nierovnoviesnyje javlenija pri zidkostnoj gietersepitoksji potuprovodnikovych
tviordych rastvorov, Moskwa, “Metallurgia”, 1991. Znane sg rOwniez urzadzenia grafitowe do
przeprowadzania syntezy cienkich warstw epitaksjalnych z fazy cieklej, na przykiad z po-
drecznika pod redakcjg K. Sangwala “Wzrost krysztaléw”, Wyzsza Szkola Pedagogiczna,
Czestochowa 1989, s. 484, skiadajace si¢ z ruchomych 1 nieruchomych czg¢sci, pozwalajacych
w odpowiedni sposob kontaktowac ciekty roztwor z podlozami monokrystalicznymi.

Istota wytwarzania cienkich gradientowych okien optycznych dla baterii stonecznych na
bazie arsenku galu wedhug spos.obuf jest to, ze nasycony roztwor ciekly czteroskiadnikowych
zwiazkow poéiprzewodnikowych A"BY o rdwnowazne) mu przerwie energetyczne) wigkszej od
przerwy energetyczne) arsenku galu, umieszczony jest w pierwsze] fazie nad pionowo
ustawionym podtozem, a nast¢gpnie zeslizguje si¢ po nim przy temperaturze nasycenia i wytwarza
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przy tym cienka warstwg przejsciowa o strukturze gradientowego okna optycznego dla transmisji
$wiatla do obszaru fadunku przestrzennego elementu fotowoltaicznego.

[stota urzadzenia do wytwarzania cienkich gradientowych okien optycznych dla baterii
stonecznych na bazie arsenku galu, skladajacego si¢ z nieruchomych czg¢sel oraz ruchomego
slidera jest to, ze komory roztworowe umieszczone sa jedna nad druga 1 rozdzielone przesuwnym
sliderem z komorg roztworowga, w ktérej pionowo usytuowane jest podloze monokrystaliczne,
wchodzace poprzez przesuw shdera w kontakt z roztworem w komorze, zeslizgujacy si¢
swobodnie po jego powierzchni do komory roztworowe.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze poprzez specjalng geometri¢ sposobu kontak-
towania cieklego roztworu wieloskladnikowego z binarnym podiozem, w prosty, powtarzalny 1
tani spos6b mozna wytwarza¢ gradientowe warstwy przejsciowe na powierzchni tego podloza.
Poprzez odpowiedni dobér skiadu roztworu 1 warunkow procesu mozna profilowaé gradient
przerwy energetycznej tej warstwy, mogacej pelni¢ role okna optycznego elementu fotowol-
taicznego.

Urzadzenie wedlug wynalazku przedstawione jest na schematycznym rysunku w przekroju
osiowym.,

Sposobem wedtug wynalazku wytworzono gradientowe okno optyczne Ga-In-P-As na
powierzchni arsenku galu o orientacji <111> A przy temperaturze 800°C. Czterosktadnikowy
roztwor 1 Ga-In-P-As umieszcza si¢ w komorze 2 roztworowe] z komora 3, w ktorej znajduje
sie polikrystaliczny fosforek galu 4, shuzacy do dosycania roztworu 1 cieklego. Po osiggnigciu
stanu nasycenia roztworu, slider 5 kasety 6 popycha si¢ w kierunku komory 2 roztworowej do
oporu. Operacja ta umozliwia swobodny zeslizg roztworu 1 po powierzchni pionowo
ustawionego podloza 7 GaAs <111> A w komorze 8. Roztwor spada swobodnie do komory 9
w dolnej czesci obudowy kasety 6. Przez okres zeslizgu roztworu 1 na powierzchni podtoza 7
powstaje cienka gradientowa warstewka czterosktadnikowego roztworu statego GaxIni.xPyAs;.y.
Dobierajac odpowiedni sklad cieklego roztworu mozna wytwarzaé heterostruktury o walorach
dogodnych do transmisji Swiatta w strukturach baterii stonecznych na bazie GaAs.



170 389

<)

A

AL XL oA N\t L

\\‘\\'\\“\\.\\\E&

.. 7 4 2

‘w|m N

W”

Departament Wydawnictw UP RP. Naklad 90 egz.
Cena 2,00 zt



	PL170389B1_Strona_1
	PL170389B1_Strona_2
	PL170389B1_Strona_3
	PL170389B1_Strona_4

